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REF: 76-SPOl

ANTECEDENTES DEL INVENTO
Amblto del Invento

El invento se refiere, de manera genersl, a un
captador de imagen de esﬁédo s61lido, y estd relacionado mds par
ticularmente con un deteoior de imagen acoplado por cargas del
tipo de fransferencia entre lineas.

Descripeidén de la Técnlca Anterior

En esta técnica, se conoce un captador de ima-
gen de estado sélido que_ytiliza, por ejemplo, un dispositive o
elemento acoplado por caf%as (CCD) y del tipo de sistema de trans
ferencia entre lineas.

La figura 1 representa detectores de imagen de
estado sélido 10 del tipo{.acoplado por carges segin la técnicaan
terior, que consiste en d? substrato semiconductor comfn 1, un

cierto mimero de zonas defcaptacién. 2 formadas en el substrato

. semiconductor 1, y que estdn alineadas cads una en zonas bidimen

sionales bajo la forma de elementos de imagen, unns registros de
desplazamiento vertical 3 cuyo ndmero es idéntico al mimero de
las zonas de captacién 2 en la direccién de exploracién horizon-—

tal, o en la direccién de los elementos de imagen en la direccién

horizontal, ¥ que se extienden en la direccién vertical, y un re

gistro de desplazamiento horizontal 4 para transferir los porta-
dores almacenafios a un terminal de saligda.

Con el objeto'de obtener una sefial de salida a
partir del captador’ de imagen de estado sélido 10, en primer lu
gar, los portadores minoritarios almacenados en cada zona de cap
tacién 2 en respuesta a las informaciones luminosas, se transfie
ren durante el intervalo de supresidﬁ vertical de una sefial de
televisién a cada linea vertical, haste el registro de desplaza-

miento vertical 3, (transferencia en paralelo); en segundo lugar,
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los portadores son transferldos a través de cada reglstro de des-
plazamiento vertical 3 en la direccién vertical (transferencla en
serie) secuencialmente; y a continuacién los portadores son ex-
traidos por medio del registro de desplazamiento horizontal 4 a
cada 1inea’de exploracién horizontal, en la direccién horizontal.
De este modo, puede oﬁtenerse una sefial de salida deseada éen el
terminal de salida (no representado) del registro de desplazauien
to horizontal 4. '

Ya que la transferencia de los portadores almace
nados se efectia a cade linea de exploracién horizontal, este sig
temé de transferencia se llama de manera general sistema de despla
zemiento de transferencia entre lineas (o desplazamiento entre li
neas). '

Las flechas miltiples que se ven en la figura 1,
indican la direccidén de la trensferencia de los portadores, pero
cuendo se utiliza un sistema de exploracidén entrelazado durante
la captacién de la imagen, las flechas en lineas de puntos que
estdn ilustredas en la figura 1, representan las transferencias
de los portadores en determinados campos pares. Por tanto, los
portadores almacenados son transferidos a los registros de des-
plazamiento vertical 3 por medio de los trayectos representados
por f;echés en lineas continuas durante los campos impares.

,’. 51 se desea obtener una resolucién suficiente por
medio del captador de imagen de estado sélido 10 de la técnica an
terior, es necesario aumentar el mimero de elementos de imagen y
por tanto resulta muy diffcil formar un captador de imagen de es
tado sélido en el substrado semiconductor 1 de una dimensién prg
determinadg, 8in que se produzecan imperfecciones. .

“Ademés, se produce una dificultad en el rendi-

miento de transferencia de portadores en los registros de despla
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zamiento vertical de los captadores de imagén de estado sélido de
la ‘técnica anterior, que hace que prdcticamente resulte muy difi-
¢il fabricar un captador de imagen de estado sbélido de la técnica
anterior, i

RESUMEN DEL INVENTO

De acuerdo con un aspecto del invento, se propor

ciona un captador de im?gen de estado sé6lido que utiliza un dispo
sitivo de transferencia?de cargas que incluye una pluralidad de
porciones captadoras de imagen alineadas en dos zonas dimensiona-
les de un cuerpo semiconductor, que tienen cada una una zona de

deteccién de imagen y una zonaz de puefta de transferencia, una

" multiplicidad de registros de desplazamiento vertical que se ex-

tienden en una posicidn adyacente a las porciones captadoras de
imagen en la direccién vertical, que tienen cada uno grupos mil-
tiples de electrodos que estdn ampliados de modo que se sitiden
uniformemenxe en las porciones de captacibén de imagen con respec
to a la direccién vertical, y un registro horizontal para reci-
bir las informaciones luminoéas recogidas a partir de la multipli

cidad de registros de desplazamiento vertical, en paralelo, y pa-

ra suministrar las informaciones luminosas, en serie, a un termni-

nal de salida.

’ Por consiguiente, un objeto del invento consiste
en proporcionar un captador de imagen de estado sélido bajo la for
ma de un sistema de desplazamiento entre lineas, en el cual el ren
dimiento de transferencia de portadores puede ser mejorado en gra-
do importante en comparacién con la téenica anterior, gracias el
incremento de la superficie de un electrodo en el registro de des-
plazamiento vertical, sin introducir deterioracién alguna en la
resolucién vertical. ’

Otro objeto del invento consiste en proporcionar
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un captador de imagen de estado sélidb en el cual los elementos
de imagen que han de ser alineados en la direccién verticd estdn
formados en cada periodo de exploraciém horizontal (1H) y las zo.
nas no utilizadas de los elementos de imagen se aprovechan efi-
cazmente para conseguir el objeto en cpestidn.'

Otro objeto del invento consiste en proporcionar
un captador de imagen de estado sélido en el cual los regisiros
de desplazamiento vertical estén dispuestos en zig-zag para aumen
tar la superficie de un electrodo de transferencia y por tanto
pare aumentar el rendimiento de transferencia de cargas.

Otro objeto mds del invento consiste en propor-
conar un captador de imagen de estado sélido *en el cual las infor
maciones gque corresponden a dos columnas son manipuladas por un
registro de desplazamiento vertical, de modo que el mimero de re
gistroé de desplazamiento vertical pueda ser reducido aéla nitad
y por tanto se dejan algunas porciones en reserva,

Otros objetos, caracteristicas y ventajas del
invento podrdn verse claramente en la siguiente desecripcién to-
mada conjuntamente con los dibujos que la acompafian y en los cua

les, los mismos mimeros de referencia designan elementos idénti-

cos, '
BREVE DESCRIPCION DE IOS DIBUJO3S
s La figura 1 es una vista en planta que represen

ta un ejempio de un captador de imagen de estado s6lido del tipo
de transferencia entre lineas de la téenica anterior, que utiliza
un dispositivo de acoplamiento de cargas;

la figura 2A es una vista frontal de un modo de

realizacidén de los detectores de imagen de estado sélido segin el

- 1

invento;

las figuras 2B, 2C y 2D son vistas en seccién to
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medas a lo largo de las lineas I-~I, II~-II y III-III de la figura
24, respectivamente; '

la figura 3 es una viste ampliada de una parte
de la figura 2A utilizada para explicar el invento;

la figura 4 es un diagrama esquemdtico que re-

presenta uno de los casos en los cuales el captador de imagen del

invento ilustrado en la figura 2A, se emplea en una cédmara de te-

levisién;

la figura 5 es un diagrama esquemdtico que repre
senta uno de los casos en los cuales el captador de imagen repre-
sentado en la figura 2A, se ubtiliza como cdmara de televisidén en
color;

las figuras 6, 7 y 8 son, respectivamente, unas
vistas frontales de otros modos de realizacién de los captadores
de imagen de estado sélido, segin ?1 invento; y

las figuras 9A y éB son diagramas esquemdticos

" utilizados para explicar los efectos del invento.

DESCRIPCION DE LOS MODOS DE REALIZACION PREFERIDOS

Un ejemplo de los captadores de imagen de estado

'‘s6lido segin el invento, se describird en lo que sigue haciendo
referencia a los dibujos. _

' Para que pueda entenderse mds claramente el inven
to,  se utilizard de nuevo la figura 1, en la cual los elementos
de imagen de las columnas impares con respecto a la direccién de
exploracién horizontal,llevan la referencia 2a, mientras que los
elementos de imagen de las columnas pares con respecto a la direc
cién de exploraéién horizontal, llevan la referencia 2b, respecti
vamente. Ademds, en la figura 1, las lineas de exploracién horizon
tales de mimero ;mpar, llevan la referencia 5a y las lineas de

exploracidén horizontales de mimero par, llevan la referencisa 5b.
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En la figura 2A que"representa un modo de reali
zacién del invento, la referencia numérica 10 designa de manera
general, la parte principal de un modo de realizacién del capta-
dor de imagen de estado s6lido segin el invento. Como se ha indi
cado més arriba, en el invento, los elementos de imagen estdn ali
needos cada dos lineas en comparacién con el dispositivo de la
técnica anterior representado en la figura 1,

En el ejemplo de la figura 24, los elementos de
imagen de las lineas de exploracién horigzontales de mimero par
5b han sido omitidos. Por tanto, su construccién vista en planta
es la misme que la que se ilustra en la: figura:. |

En la figura 2A, las zonas ilustradas por medio
de lineas constituidas por rayas y un punto intercalado, son las
zonas que sirven para almacenar y transferir los portadores,las
cuales mds adelante se llaman porciones de deteceién o de capta-
cién de imagen. En la figura 24, ¢; designa los electrodos para
almacenar los portadores y ﬂI designa los electrodos de puerta
situados en las regiones de puerta 6 para desplazer los portado-
res almacenados hasta los registroé de desplazamiento vertical 37,

respectivamente. Ya que la figura 24 representa el caso en el

-cual los portadores son transferidos a una frecuencia bifdsica,

cada uno de los registros de desplazamiento vertical 3! lleva un
grupo de dos-electrodos @, y g, y por tanto el mimero total de
electrodos es igual a dos veces el mimero de elementos de imagen
en la direccién vertical,

Con el- invento, el electrodo ﬁ1 (o ﬂé) del re-
gistro de desplazamiento vertical 3' se extiende hasta la zona
donde se omite la imagen para aumentar la superficie del elec-
trodo. Por consigﬁiente, cada registro de deSplazamiento 3' pre

senta una configuracién en gig-zag.
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Las vistas en secciéh transversal y la vista en
seccién longitudinal del captador de imagen de estado s6lido 10
construido como se ha indicado mds arriba, se representan en las
figuras 2B, 2C y 2D, respectivamente. En este ejemplo, se ubili-
za un substrato semiconductor del tipo de conductividad N como
substrato semiconductor 1, y la multiplicidad de electrodos men
cionados mds arriba se forman por revestimiento sobre las super
ficie superior la del substrato semiconductor 1 en las posicio-

nes deseadas, a través de una capa aislante 7 hecha, por ejemplo,

" de diéxido de silicio (Sioa). Ya que dicha construccién es una

forma de dispositivo o elemento acoplado por cargas (CCD),-cons-
tituye el captador de imagen de estado sélido 10 deseado. En el .

substrato semiconductor 1 se forman unas regiones 8 que sirven

como separadores de canales.

A El tipoude conductividad de una regién de drena
je de exceso 9, que se forma en la regién 8, difiere del del subs
trato 1 o es del tipo P". En el ejemplo ilustrado,'la regién 9
estd formada de tal manera que su anchura sea muy inferior a la
de la regién 8 del separador de canales, pero naturalemente es

posible elegir la anchura y la forma o la configuracién de la

- regién 9 decacuerdo con lias dimensiones de la rgién 8.

Ya que la transferencia de los portadores en el
captador de imagen de estado sélido estd mermada por el efecto
de trampa débido a2l nivel de demarcacién en el substrato 1, el
fendimiento de transferencia se ve generalmente mejorado por el
cero ancho producido eléctrica u épticamente, o que se obtiene
al suministrar siempre una pequefia cantidad de carga de polari-
zacién'al registro de desplazamiento vertical 3'. Por consiguien
te, si la superficie del electrodo del registro de desplazamien-

tq vertical 3' aumenta en asociacifén con el cero ancho, la ine
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fluencia del efecto de trampa sobre los portadores minoritarios

debido al nivel de demarcacién puede ser reducido todavia mds y

por'tanto, el rendimiento de transferencia puede ser mejorado en
grado importante.

Por ejemplo, una de las normas que permiten de-
terminar si el rendimiento de transferencia es elevado o bajo,
es la relacién entre § y 1, en la cual § representa la:superfim
cie del registro de desplazamiento vertical 3' mientras que 1
representa la longitud de uno de sus costados (borde) que actua
como trampa de portadores gque no puede ser cubierta por el cero
ancho. En este caso, la longitud 1 del lado que actda como dis-
positivo de trampa de portadores es la longitud de un lado que
forma la cara de demarcacién, que no estd cubierta por el cero
ancho, en las superficies de demarcacién de una capa agotada ro
ducida por el electrodo de transferencia de portadores. Por tan~
to, cuando se elige la direccidén de transferencia de los porta-
dores de la manera indicada por las flechas en la figura 3, las
caras de demarcacién 9a y 9b que son perpendiculares a la direc-
cién de transferencid de portaedores indicada por las flechas, es
tdn cubiertas por el cero ancho y la transferencia de portadores
de seifial. Por consiguiente, la longitud total de los lados de
las superficies de demarcacién distintas de las superficies de
demarcacién mencionadas mds arriba, cuyos lados se representan
en sombreado en la figura 3, constituye un problemé

Por tanto, si la superficie § es superior a la
longitud 1 o si la relacién 5/1 es importante, la influencia del
efecto de trampa en la superficie de demarcacién, es pequefia ¥y
por tanto es posible mejorar el resultado del rendimiento de
transferencia. Pof consiguiente, se observard que si la superfi

cie del electrodo se amplia de acuerdo con el invento, es posi-
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ble mejorar eficazmente el rendimiento de transferencia. Aunque
se 'indicardn mds edelante valores prdcticos, se observard que el
rendimiento de transferencia se mejora en aproxlmadamente 20-50%
en comparacidén con la técnlca anterior.

Como ae ha dicho antes, en el captador de imagen
de estado sélldo 10 que se ilustra en la figura 24, se han omiti-
do los elementos de 1magen 2 que corresponden a la linea de explo
racién horizontal cada dos 1H. Por tanto, cuando se deriva una se>
fial de salida de V1deo£ut1112ando el captador de imagen de estado
sélido 10, es suflclente que el captador de imagen 10 esté conec—
tado con el circuito ilustrado en la figura 4.

En la figura 4, la referencia numérica 21 desig-
na un objeto cuya imagen ha de ser captada, la referencia 22 de~
signa un sistema de objetivo 6ptico, la referencia 23 un circui-
to de retardo de 1H, la referencia 24 un conmutador que cambia de
posicidén cada 1H; y 40 un circuito mezclador de sefiales. Este con
mutador 24 consiste en un contacto mévil 24a que estd conectado
con un terminal de salida‘.,d,o0 ¥y unos contactos fijos 240 ¥ 24E.

Si se obtienen como sefiales de salida las informaciones lumino-

‘sas qué corresponden a las lineas de exploracién horizontal de

ndmero impar 5a, se cambia la posicién del conmutador 24 de la
manera ilustrada en la figura 4, es decir que su contacto mévil
24e se acopla con su contacto fijo 24,,. Sin embargo, si se obtie
nen las informaciones luminosas que 'corresponden a las lineas de
exploracién horizontal de ndimero par 5b, las informaciones ante-
riores en 1H se aplican al terminal de salida 400. En general,
existe una correlacién vertical de tal manera que la imagen re-
producida no sea deteriorada a pesar de este tratamiento de la

sefial. ‘

Se describird con referencia a la figura 5, el
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caso en el cual se trata una sefial de color con el captador de
imagen de estado sélido 10. En una cdmara de televisién en color.
que se representa en la figura 5, se utilizan tres captadores de
imagen de estado sélido 10R, 10G y 10B. Unos filtros monocromdti
cos 25R, 25G y 25B que corresponden a los colores rojo (R), ver—
de (2) y azmul (B) se sitdan delante ée los captadores de imagen
de estado s6lido 10R,. 108 y 10B, respectivamente. Por tanto, los
captadores de imagen 10R, 100 y 10B captan imdgenes separadas de
color deseado del objeto 21. En la figura 5, las referencias nu-
méricas 26a y 26b representan semi-espejos, y las referencias
27a y 27b representan espe]os,

Ias relaciones de posicién entre las imdgenes
de color separadas y. los captadores de imagén 10R a 10B se eli-
gen de tal manera que se desplacen en 1/3?H (representando T H
el paso de alineacién de los elementos de imagen en la direccién
de exploracién horizbntal), las unas respecto a las otras en la
direccién horizontal, de modo que las imdgenes de color separadas
sean proyectadas con una diferencia de fase de 120°. Las sefiales
de video se extraen de los captadores de imagen respectivos 10R
a 10B de manera secuencial y alterna, y a continuaciém se aplican
a través de un circuito sumador 28 y de un circuito mezclador de
sefial 40,(que se representa en la figura 4) a un filtro pasabajo
29 cuya frecuencis de corte es aproximadamente de 20 .Hz. E1l mo-
tivo por el cual se interpone el filtro pasabajo 29 es que la
resolucién en la direceién vertical, no estd perjudicada con la
construceidén que se describird mds edelante. Por tanto, los com-
ponentes de frecuencia baja que pueden afectar la resolucién, no
estdn sometidos al tratamiento de la sefial.

“La: sefial de salida procedente del filtro 29 v

la seflal compuesta procedente del circuito mezclador de sefiales
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40 (cuya anchure de banda no estd limitada) se aplican a un ecir-

- cuito restador 30 que suministra sus componentes de frecuencia

elevada. La sefial de salide procedente del circuitd de resta 30
se~retarda.en 1H por medio de un cireuito de'retardo 31y a con
tinuacidén se suministra a un circuito sumador 32 que recibe la
sefial compuesta procedente del circuito mezclador 40. Por tanto,
la seﬁai de salida proéedente del circuito sumador 32 contiene

los componentes de frecuencia baja que no atraviesa el sistema

- de tratamiento operacignal, ¥y se suninistra a un filtro pasabajo

33 cuya frecuencia de. corte es de 5,0 MHz. Este filtro pasabajo

33 produce una componente modulada (corriente contimua). La se~ -

‘fial de saelida procedente del circuito sumador 32 se aplica tam-

bién a través de un filtro pasaﬁanda 34 a unos demoduladores 354
¥ 35B que tienen los ejes de demodulacién (deteccién) deseados

Y que demodulan las componentes de sefial de color respectivamen—
te. A titulo de ejemplo, el demodulador 35A demodule la componen

G+ B
2
35B demodula la componente de sefial de color de G - B, respecti-

te de sefial de color de R - , mientras que el demodulador
vamente, de modo que si se: suministran estas componentes de se-
fial de color y la componente modulada R + G + B a un circuito
matriz 36,T1a sefial de luminancia Y y las sefiales de diferencia
de color R ~ Yy B - Y,por ejemplo del sistema NT'SC, pueden ser
obtenidas en‘los terminales de salida'36a, 36b y 36¢ procedentes
del circuito matriz 36, respectivamente.

'Como se ha descrito mds arriba, el captador de
imagen 10 que se ilustra en la figura 2A, se utiliza cuando no
se emplea el sistema entrelazado para la captacién de imagen.
Haciendo referencia a las figuras 6 y siguientes, se describirid
el caso en € cual se emplea el sistema entrelazado. En tal caso,

los elementos de imagen de- los periodos de exploracién horizontal
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adyacentes forman grupos y estos gr&pos de elementos de imagen se
sitdan alternativamente para forﬁar el captador de imagen de es-
tado s6lido 10.

La figura B,fepresenta una parte de un captador
de imagen 10 de este tipo a escala ampliada. En este caso, la re
gién de drenaje de exceso 9 presenta 1a'configura016n en zig-zag
que se ilustra en la figura 6.

La figurs T representa una parte de otro ejem-~
plo de un captador de imagen 10 a escala ampliada. En este caso,
los elementos de imagen estdn situados alternativamehte a lo
largo de ambos lados del registro de desplazamiento vertical 3!,
y las informaciones luminosas procedentes de los elementos de
imagen en ambos lados del registro de desplazamiento Vertical 3'
0 en las dos columnas, son transferldos por un registro de des-
plazamiento vertical 3'. Por tanto, de acuerdo con el ejemplo de
la figura 7, el mimero de registros de desplazamiento.vertical
3! puede ser reducido sin perder el efecto del invento descrito
mds arriba. Ademds, el ejémplo de realizacién deyla figura 7 es
de construccién sencilla y por tanto puede ser fabricado de ma-
nera pémoda.

* En el ejemplo de la figura 7, una zona 11 rodea
da por las regiones de drenaje de exceso 9, constituyen-una uni-
dad de superficie en la direccién de exploracién horizontal, y
en una unidad de superficie 11 se forman un registro de despla-
zamiento vertical comin 3' y dos columnas de elementos de imagen.

la figura 8 representa un captador de imagen de
estado s6élido 10 modificado respecto al que se ilustra en la fi-
gura 7.

Como se ha descrito més arriba, se‘han omitida

enel presente invento los elementos de imagen de cada dos perio-
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dos de exploracién horizontal, y el electrodo del registro de
deéplazamiento ha sido ampliado hasta la zona omitida, de modo
que el rendimiento de transferencia pueda ser mejorado wucho en
cbmparacién con la técnica anterior. En estas condiciones, con
los captadores de_imag%n de estado sélido ilustrados en las fi-
guras 2, 6, 7Ty 8, el rendimiento de transferencia de portadores
puede ser mejorado de aproximadamente 20-50% en comparacién con
la técnica anterior.

Para facilitar el entendimiento del invento,
se efectuard shora una comﬁaracién entre la técnica anterior re
presentada en la figura 1, y el presente invento ilustrado en

la figura 7. En el ejemplo de la técnica anterior que se represen

" ta en la figura 94, la relacidén S/L es de 4,5 (S/1 = 4,5), pero

en el ejemplo del invento, L =1, + 1, + 1. + 1, = 44 (Mn) en

1 2 3 4
contra de S= 297 (Mm) como se representa en la figura 9B, de ao

do que la relacién S/1 pasa a ser 6,3 (S/1 = 6,8) lo que signifi

- ca que se ha aumentado en un 50% aproximadamente. el rendimiento

de transferencia de portadores.

Ademds, conjuntamente con la ampliacién de la
superficie de los electrodos, se aumenta el minmero de portadores
manipulados y por tanto se reducen los ruidos.

Como se indica en las figuras 7 y 8, si los ele
mentos de imdgen estdn situados a lo largo de cada registro de
desplazamiento vertical 3' y alternativamente con respecto a la
direccidn vertical, el mimero de los registros de desplazamiento
vertical 3' puede ser reducido a la mitad en compérqcion con el
mimero de los elementos de imagen situados en la direccién hori-
zontal, teéricamente, e igualmente el mimero de elementos de ima
gen horizontales,'puede reducirse a la mitad en comparacién.con

la técnica anterior. En tal caso, si se trata la sefial utilizan-
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do la correlacién vertical, se deteriora apenas la calidad de
las imdgenes reproducidas. Ademds, si se desea obtener una cali
dad de imagen susfancialmenie idéntica a la calidad de las img-
genes de televisiédn acfuales, es suficiente que el numero de
elemehtos de imagen sea de 2/3 respecto a la técnica anterior y
se elegird el mimero dé registros de desplazamiento vertical de
acuerdo con el nimero de los elementos de imagen. Por ejemplo,
gl se elipge el mimero de elementos de imagen en la direccién
horizontal para que sea del orden de 280, se obtendrd una reso-
lucién suficiente. Por consiguiente, se elegird el mimero de re
gistros de desplagamiento vertical 3' en el captador de imagen
de estado sélido 10, para que sea del orden de 140.

Como se ha descrito con relacién a las fipuras
7 v 8 del invento, estos captadores de imagen‘de estado sélido
pueden fabricarse cémodamente.

Los peritos en lz materia se dardn cuente que
numerosas nodificaciones ¥y variaciones pueden ser introducidas
en el invento sin alejarse del espliritu y del élcance del mismo
tal como vienen determinados por las reivindicaciones adjuntas.

En resumen, la presente patente de invencién
que se solicita deberd recaer en las siguientes:

REIVINDICACIONES
! 1. - Captador de imagen de estado sélido que

utiliza un dispositivo de transferencia de cargas, que incluye
una multiplicidad de porciones capbadoras de imagen alineadas
en dos zonas dimensionales de un cuerpo semiconductor, que tie-
nen cada una una superficie de deteccién de imagen y una super-
ficie de puerta de transferencia, una multiplicidad de registros
de desplazamiento’vertical que se extienden en una posicién adya

cente a dichas porciones de captacidén de imagen en la direccién
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- vertical, dotados cada uno de grupos mdltiplgs de electrodos, y

un registro horizontal para recibir las informaciones luminosas

recogidas e partir de dicha multiplicidad de fegistros de des~

plazamiento vertical en paralelo, y para suministrar las infor-

maciones luminosas a un terminal de salide de manera secuencial,

caracterizado porque dichos grupos miltiples de electrodos es.—

tén ampliados para situarse uniformemente entre dichas porciones -
de captacién de imagen en la direccién vertical.
A

2. ~.Captador de imagen de estado s6lido segun

la reivindicacién 1, caracterizado porque dos de dichas porcio-

~ nes de captacién de imagen alineadas en la direccién vertical

formaﬁ un grupo, y dicho electrodo de cada.registro de desplaza-

miento vertical se extiende entre las porciones de deteccién de

-imagen de cada grupo.;

3. = Captador de imagen de estado s6lido sepin

i la reiﬁindicacién 2, caracterizado porque dichos grupos de por-

~caiones de captacidén de imagen alineadas en las columnas adyacen

tes, estdn situadas de manefa entrelazada.

4. -~ Captador de imagen de estado s6lido segin

la reivindicacién 1, caracterizado porque las porciones de cap-

tacién de’ imagen alineadas en una direccién vertical y un regis

" tro de desplazamiento vertical, forman un dispositivo de capta-

cibén vertical y porque una zona aislante estd formada entre los

dispositivos de captacién verticales adyacentes,

5. = Captador de imagen de estado sélido semin

. la reivindicacién 2, caracterizado porque las porciones de cap-

tacidén de imagen alineadas en una direccién vertical y un regis

tro de desplazamiento vertical, forman un dispositivo de capta-

cibén vertical,'y porgue una zonha aislante estd formada entre los

 dispositivos de captacién verticales adyacentes.
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6. ~ Captador de imagen de estado sélido sesin
la reivindicacién 3, caracterizado porgue las porciones de cap-
tacién de imagen alineadas en una direccién vertical y un regis
tro de desplazamiento vertical forman un dispositivo de capta-
cién vertical y porque una zona aislante estd formada entre los

dispositivos de captacidén verticales adyacentes.
-7.~ Se reivindica por @iltimo como objeto sobre
el que ha de recaer la Patente de Invencidén que se solicita:
" CAPTADOR DE IMAGEN DE ESTADO SOLIDO *".
~ Todo conforme queda descrito y reivindicado
en la presente Memoria que consta de diecisiete péginas meca-
nografiadas y dibujos que se acoﬁpaﬁan.

Madrid, 30 de Enero de >976
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